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1. はじめに 

酸化ガリウム(GaOx)はバンドギャップが約

4.9eVであることからパワーデバイス用材料と

して研究が進められている 1)。また、結晶系シ

リコン太陽電池の分野でも p 型用パッシベー

ション材料として GaOxについて幾つか報告が

なされており 2,3)、その将来性が期待されてい

る。そこで本研究では大気圧下での製膜が可能

であり、かつプロセスコストが非常に安価なミ

スト CVD 法による GaOx 薄膜の作製について

検討を行った。 

2. 実験方法 

水とメタノールの混合溶媒に対してアセチ

ルアセトンガリウム(Ga(acac)3)を溶解したも

のを原料溶液とし、ミスト CVD 法で製膜を行

った。製膜温度は 100℃から 500℃と変化させ、

膜厚は 35~40nm 程度とした。製膜後の試料は

ストークス型エリプソメーターによる膜厚お

よび屈折率の評価、全反射フーリエ変換赤外分

光法(ATR-FT-IR)による膜中化学結合の評価等

を行った。 

3. 実験結果 

Fig.1 に製膜温度と製膜温度の関係をアレニ

ウスプロットで整理した結果を示す。反応の活

性化エネルギーを示す傾きは、低温部(200℃以

下)と高温部で大きく異なることが判った。ま

た図中にはミスト CVD 法で製膜した AlOx と

MgOxの結果も示してあるが、GaOxの反応活性

化エネルギーはそれらよりも低いことも明ら

かになった。屈折率の変化(Fig.2)も同様な傾向

が見られた。そこで FT-IR で評価を行ったとこ

ろ、製膜温度が低い場合は Ga-O に起因する吸

収は明確に観察されず、C-H 起因の吸収が

1300~1600cm-1 付近で観察された。一方、製膜

温度が 200℃を超えるあたりから、700cm-1 あ

たりで明確な吸収が観察された。以上の結果か

ら、製膜温度が低い場合は原料由来の不純物が

多く含まれており、それらが Ga-O の結合の形

成を阻害したものと考えられる。 
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Fig.1 Relation between deposition temperature and 
deposition rate 
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Fig.2 Refractive index as a function of deposition 
temperature 
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